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Do rozdzielania lub oczyszczania produktiéow
chemicznych stosuje sie czesto krystalizacje
przez schiadzanie roztworéw nasyconych. Gdy
taka krystalizacje trzeba prowadzi¢ w sposéb
ciagly, w sezrszym zakresie temperatur, sto-
suje si¢ zwykle diugie krystalizatory poziome
b baterie krystalizatoréw pracujacych szere-
gowo, w ktérych wytworzone krysztaly prze-
suwane 3§ wraz z nasyconym roziworem w
kierunku niiszych temperatur, a odbiér brei
krystalizacyjnej do aparatéw filtracyjnych na-
stepuje z tej crefci krystalizatora w ktérej
panuje najnitsza temperatura. Jest to sluszne
przy prowadzeniu «rystalizacji w tunperal:u—
rach wyZszych od 0°C.

Jeteli konieczne jest schiadzanie brei krys-

stalizacyjnej do temperatury ponitej 0°C
wowczas postepowanie takie posiada szereg
asstepujacych wad, kidre znacznie zwigkszajg

. %) Wiafciciel patentn ofwiadczyl, ie twoircy
wynalazku jest prof. Aleksander Pile

koszt tego procesu i zmniejszaja jego skutecz-
noéé. Utrzymywanie aparatu filtracyjnego w
temperaturze réwnej koncowej najnizszej tem-
peraturze krystalizacji jest trudne i kosztowne.
Jesh wydzielone &rysztaly trzeba przemy¢,
wéwczas nalezy réwniez odpowiedriio  schio-
dzié ciecz przemywaJaca Im w nizszej fempe-
raturze prowadzi sie proces krystalizacji, tym
zwykle wieksze €3 jej wahania w aparacie
filtracyjnym, ktére prowadza do =zatykania
tkaniny _filbracyjnej, a wiec tym czestsze
i trudniejsze do usuniecia sa zakiécenia ruchu.

Gdy tug pokrystaliczny jest drugim pruduk-
tem handlowym procesu, wiowczas pogorszenie
si¢ jego ekaldu, towarzyszace zwykle zakldee-
niom ruchu, nie tylko zmmniejsza wydajnoét
krysztalow pierwszego produktu, lecz réwniez
cbniza wartoé¢ drugiego produktu.

Duia lepkoét jugu pokrysialicznego w nis-
kich temperaturach utrudnia jego usunecie
z krysztaléw. Dla unikniecia ‘tego korzystnie
jest prowadzi¢ odwirowywanie krysztalow lub



ia,

-odsiczanie na auczy w temperaturze wyidzej
niz koficowe stadium krystalizacji, wykorzy-
stujgc zmniejszenie lepkosci cieczy otaczajacej
krysztaly. o

W niskich temperaturach pogarszajg sie

whlc&woﬁcl wytrzymaloéciowe tworzyw meta- .

licznych uzywanych zwykle do budowy beb-
. néw wiréwki. Koniecznoéé uzycia doﬂ‘atkowych
aparatébw poza wymiennikami ciepla do wy-
korzystania frygorii zawartych w krysztatach
i lugu pokrystalicznym mniejm dkuteeznoéé
takiej regeneracji.

Sposéb wedlug wynalazlm usuwa omérwlone
wyze] wady dzieki temu, Ze krysztaly wydzie-
lajgce si¢ z nasyconego roztworu podczas jego
przeplywu w krystalizatorze lub baterii krysta-
lizatoréw przesuwa sie bezprzeponowo wew-
natrz tego krystalizatora lub baterii krystali-
zatoréw w kierunku wyZszych temperatur w
'prnzeciwpradzie do kierunku ruchu roztworu
nasyconego i przesyla je wraz z czescig roz-
tworu idacego do krystalizacji do aparatéw
‘filtracyjnych, w temperaturze zblizonej do
temperatury poczgtkowej krystalizacji, zas iug
pokrystaliczny separuje w drugim koricu kry-

stalizatora w temperaturze najniZszej procesu -

krystalizacji tylko od reszty krysztaléw, ktore
pozostawia si¢ w krystalizatorze. Separacje¢ t
mozna prowadzié réinymi sposobami, najko-
rzystniej przez dekantacje. Zimny lug pokry-

staliczny zawraca si¢ przez przestrzef krysta-

lizatora, oddzielong przepong od brel krysta-
licznej, najlepiej przez wydrazone czeSci mie-
szadla, w kierunku zgodnym z ruchem krysz-
taléw i odbiera o temperaturze zblizonej do
poczgtkowej temperatury krystalizacji. Przesacz
z aparatu filtracyjnego o skaldzie i tempera-
turze zblizonej do cieczy surowej zawraca sig
do przedniej czefci krystalizatora lub do
plerwszego krystalizatora w baterii.

- W tym przypadku przerzucenie pewnej ilo$ci
krysztaléw 2z bebna wiréwki do przesaczu,
ktéry mnie jest tugiem pokrystalicznym, nie ob-
niza wydajnosci procesu i nie zmienia sktadu
tugu pokrystalicznego.

-Duza iloéé krysztaléw w miejscu doplywu
$wiezej cleczy do krystalizatora prezciwdziala
powstawaniu zbyt duzej iloéci nowych zarod-
kéw krystalizacji 1 umozliwia otrzymywanie
réwnomiernego i dobrze wyksztalconego krysz-
tatu. Jest to dodatkowy czynnik wplywajacy
na wysokg czystodé¢ otrzymywanych kryszta-
16w obok takich, jak filtracja w temperaturze
wyizszej, a wiec filtracja cieczy o mniejszej
lepkoscl i -bogatszej w dikaldnik krystalizujacy.

Odbiér brei krystalicznej na wiréwke mozna
przeprowadzié nawet w temperaturach nieco
wyzszych od temperatury nasycenia cleczy su-
rowej produktem bez wplywu na wydajnodé

~ krystalizacji.
' “Zaklécenia ruchu w aparacie filtracyjnym

83 rzadsze, trwaja krécej i na ogét nie wetrzy-
mujg procesu krystalizacji, gdyz w tym przy-

' padku lug pokrystaliczny bez przerwy odplywa
‘'z krystalizatora, a ten ostatni moze pracowaé

prawidiowo ze wzrastajacg w tym okresie ilos-
cig krysztatu.

Sposéb: wedlug wynalazku ymotliwia rege-
neracje 2znacznej czefci frygorli zawartych
w krysztatach i tugu pokrystalicznym, umozli-
wia uzyskiwande krysztaléw o wiekszej czys-
toscl i z wiekszg wydajnoscia, ulatwia obstuge
krystalizatora oraz umozliwia lepszg ciggloéé
procesu, zwiekszajgc jego ogélng sprawnofé. -

Na rysunku objasniono blizej istote wynalaz-
ku na przykladzie urzadzenia do krystalizacji,
stanowigcego cylindryczny krystalizator, nieco
pochylony. Ciecz surows chlodzi sie do tem-
peratury. t; réwnej lub ndeco wyiszej od tem-
peratury nasycenia t; i wprowadza przewo-
dem 1 do niZszego konca cylindrycznego krys-
talizatora, zaopatrzonego w mieszadlo. Wpro-
wadzana ciecz surowa, dzieki stupowi h cieczy
posuwa si¢ w krystalizatorze w kierunku do
odplywu 2. W czasle schtadzania cileczy w

krystalizatorze do koficowej najniiszej tempe-

ratury t;, powstajaqce i wzrastajgce krysztaty

‘przesuwaja sie¢ w kierunku :przeciwnym do

przeptywu cieczy, to jest w kierunku wyzszych
temperatur i s3 odbierane na wiréwke pom-

'Pa 10 o temperaturze bliskiej temperaturze

poczatkowej t;. Krystalizator jest - oziebiany
z zewnatrz przeponowo medium . chtodzgcym
wprowadzanym przewodem 5. Odplyw medium
chtodzacego z plaszcza chlodzgcego krystaliza-
tora znajduje sie w przeciwnym jego koficu
w punkcle 6. Krystalizacja wydzielanej sub-
stancji odbywa sie ma przestrzeni od tempera-
tury i, do najnizszej temperatury {,. Powsta-
jace i rosnace. krysztaly, . dzieki pochyleniu
dna krystalizatora 1 . konstrukcji -mieszadta,
umozliwiajacej przesuwanie . krysztaléw, posu-
wajg sie w kierunku wyiszych temperatur z
szybkoécia wiekszg w stosunku do ecleczy kry-
stalizujgcej przeplywajgcej. w odwrotaym . kie-
runku. Breja krysztaléw. o temperaturze zbli-
zonej do t, jest usuwana z krystalizatora w

‘punkcie 7 i przesylana do wiréwki 8 lub nuczy.

Odwirowsana lub. odegczona.. ciecz .wraca do

»

‘.



‘krystalizatora przewodem 1. ‘Wyczerpana ciecz
pokrystaliczna wyplywa 2z krystalizatora w
punkeie 2 i wchodzi w punkcie 3 do watu
z podwojnymi Sciankami, a przeplywajgc
wzdhuz walu do wyjécia w punkcie 4 ozigbia
od wewnatirz ciecz krystalizujgcg. Krystaliza-
tor podzielony jest na szereg czeéci tarczami 9,
umocowanymi w mieszadle i nie dochodzacymi
do bocznej $cianki krystalizatora. Tarcze te
przeciwdzialajg konwekcji podiuZinej wewnatrz
krystalizatora.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b krystalizacji cigglej w niskich tem-
peratyrach, znamienny tym, ze do krystali-
zatora lub baterii krystalizatoréw doprowa-
dza sie roztwér nasycony o temperaturze
réwnej Iub wy#szej niz temperatura nasyce-
nia wydzielanego sktadnika i podczas prze-
plywu tego roztworu ku wyjéciu e krysta-
lizatora sztucznie oziebia do temperatury

2,

krystalizacji, przy czym wydzielone hyﬁ-

taly przesuwa si¢ w odwrotnym kierunku 4

niz przeplyw cleczy z szybkoécia wieksza
w stosunku do tej cleczy i ciggle usuwa
z krystalizatora z czefcig cieczy wchodzacej
do niego, przy czym te ciecz po oddzieleniu
od krysztaléow w wiréwece lub na nuczy
zawraca si¢ do krystalizatora.

Spos6b wedhug zastrz. 1, znamienny tym, ze
tug pokrystaliczny oddziela sie od resz-
tek krysztaléw przez dekantacje.

Sposéb wedlug zastrz. 1 1 2, znamienny
tym, ze wyczerpany lug pokrystaliczny po
wyjéciu z krystalizatora kieruje sie do ozie-
biania cieczy krystalizujacej za pomoca
urzagdzenia wymiennikowego, wnleszcmego .
wewnatrz krystalizatora. ' .
Instytut Chemii Ogélnej
Zastepca: mgr inz. Antoni Sentek,

rzecznik patentowy



Do opisu patentowego nr 45374

. —— —  —— ——— .+ ———— e — - —— -

o

ZG ,,Ruch‘ W-wa zam. 1236-61 B5 — 100 egz.



	PL45374B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


